
ナノシート Ca2Nb3O10をゲート絶縁膜とした MoS2-FET構造の作製 

Fabrication of MoS2-FET structure with nano-sheets Ca2Nb3O10 gate insulator  
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【はじめに】近年、次世代の半導体材料としてグラフェンに代表される二次元物質が注目さ

れている。中でも、二硫化モリブデン(MoS2)はグラフェンで課題とされるギャップ制御の難

しさもなく、また高い移動度や電流オンオフ比が報告されてきた [1,2]。しかし、極薄膜である

MoS2の本質的な課題として、プロセス中の僅かな欠陥生成が与える甚大な影響が挙げられる。

特にゲート絶縁膜堆積時に MoS2チャネルに及ぼすダメージが懸念される。この解決策として、

室温・水中で担持する Ca2Nb3O10ナノシート(ns-CNO)を用いた[3]、ソフト化学プロセスによる

FET 構造の形成を提案する。今回、ns-CNOをゲート絶縁膜として用いた MoS2-FET 構造の作

製と評価を行ったので報告する。 

 

【実験方法】剥離転写法を用いて MoS2を SiO2/Si 基板上に転写した後、フォトリソグラフィ

ーによりドレイン・ソース電極パターンを形成した。MoS2膜厚は原子間力顕微鏡により測定

し、約 6.1 nm(9 層)であった。ns-CNOは分散液を用いたディップコート法により担持させた。

電気特性評価には YHP4140B pAmeter/DC voltage source を用いた。 

 

【結果と考察】 Fig.1 にゲート電圧を変化させた際の Ids-Vds特性及び Fig.2 に Vds  = 0.5 V にお

ける Ids-Vg特性を示す。Vgの増加に伴い Idsの値が上昇し、MoS2チャネルが典型的な n型半導

体としての特性を示した。この Vgの領域において電流オンオフ比は 10
2となった。ns-CNO を

用いたMoS2-FET 構造において、MoS2チャネルのキャリア制御を実現し、その FET 特性の観

測に成功した。しかし、現状では ns-CNO の J-V 特性において、Vg = 1 V 印加時に 0.7 A/cm
2

のゲートリーク電流が生じている。そのため、より詳細な評価を行うためには ns-CNO の担

持条件等の検討が必要である。 
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Fig.1 Ids-Vds特性 Fig.2 Ids-Vg特性 
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